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 タンデムミラー型プラズマ実験装置ガンマ

10ではプラズマのMHD安定化を計るため、アン
カー部においてイオンサイクロトロン周波数

帯(ICRF)の高周波を用いた高温・高密度プラズ
マ生成を行っている。近年、アンカー部に設置

された高周波アンテナ(RF3)により、プラズマ生
成・加熱を直接行う実験が進められており、高

周波入射条件の違いによる各種パラメータの

変化が観測されている。この高周波加熱条件に

伴うアンカー部パラメータの変化を計測する

ため、半導体検出器を用いた計測システムを新

たに構築した。 
	
 従来のガンマ10実験においては、主にセント
ラル部両端に設置されたType-IIIアンテナから
伝搬した高周波がアンカー部共鳴領域で吸収

され、アンカー部でのプラズマ加熱が行われて

いたが、東アンカー部に設置されているRF3ア

ンテナにより、線密度、反磁性量、電子温度が

上昇する加熱条件があることが分かった。アン

カー部は、極小磁場形成のため複雑に組み合わさ

れたコイルによりプラズマ計測のためのスペー

スが限られている。そこで、複雑な磁場配位の中

でも使用可能で、コンパクトな検出器として構築

可能であり、電子エネルギーの情報をもつ軟X線
にも、イオンエネルギー情報をもつ荷電交換中性

粒子にも感度を持つ半導体検出器をアンカー部

のプラズマ生成・加熱効果の検証に用いた。 
	
 図１に示すように、半導体検出器はガンマ10
東アンカー部のミッドプレーン(Z=520 cm)を見
込むように設置され、吸収法によるエネルギー

分析が可能である。図２に、高周波(RF1, RF2)
により生成されたプラズマにRF3を印加したと
きの実験結果の一例を示す。RF3印加に伴い、
セントラル部・東アンカー部の線密度、セント

ラル部反磁性量、セントラル部X線量が増大す
ると伴に、アンカー部半導体検出器信号量の増

大も観測された。 
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図１	
 ガンマ 10東アンカー部  
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図２	
 RF3印加による各パラメータの時間変化 


